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【緒言】  

二酸化モリブデン (MoO2) は化学的安定性および電気伝導性に優れ、仕事関数が大きいという

特徴をもつため、太陽電池のバックコンタクト、次世代メモリの電極への応用が期待されている
1,2。また二次電池の活物質としての応用も検討されている 3。MoO2 膜の作製には従来、溶液プロ

セスにより得られた MoO2 粉末を塗布する手法 3およびパルスレーザー堆積法などの真空プロセ

ス 2が用いられてきた。溶液プロセスでは安価に薄膜を作製できるが、比抵抗が大きい問題があ

る。また真空プロセスでは比抵抗の小さな膜を作製できるが、成膜に高エネルギーが必要であり

作製コストが高い。そこでミスト CVD 法に注目した。ミスト CVD 法は溶液を原料とし、大気

圧下で成膜を行うため、低コストで成膜できる。また一般に溶液プロセスよりも高品質な膜を作

製できることが知られている。本研究ではミスト CVD 法による MoO2 成膜を試み、種々の作製

条件が成膜に及ぼす影響を明らかにするとともに、得られた膜の電気特性の評価を行なった。 

【実験方法】 

成膜はホットウォール型ミスト CVD 法で行った。本法では、超音波により霧化した原料溶液

を、電気炉内に設置したガラス基板までキャリアガス（窒素）で輸送し、基板上で化学反応を進

行させ膜を作製する。原料としてビスアセチルアセトナート酸化モリブデン (VI) MoO2(C5H7O2)2 

のメタノール溶液を用いた。成膜温度は 400°C から 550°C の範囲で制御した。作製した試料を

走査型電子顕微鏡および X 線回折 (XRD) 、4 探針抵抗測定法で評価した。 

【結果】 

 Fig. 1 に作製した試料の XRD パターンを示す。400°C で成膜を行った基板からは、基板のガ

ラス由来のハローパターンのみが観測された。他の評価方法と総合して、400°C では成膜できな

いことがわかった。500°C 以上の高温で作製された試料からは MoO2 のピークが観測されたが、

図中に (×) で示す異相もみられた。440°C 

および  480°C で作製された試料からは 

MoO2 に一致する回折ピークのみが観測さ

れた。ランダム配向であれば最も強い回折が

あらわれる 2θ = 26° 付近に回折ピークが観

測されなかった。一方で、2θ = 37° 付近に高

強度の回折ピークが得られていることから、

得られた膜は配向組織を有する単相 MoO2 

と考えられる。膜の比抵抗は 2×10-3 Ω cm 

程度で、溶液プロセスを用いて作製されたも

の 4よりも 1 桁低い値を示した。得られた膜

の析出形態や特性の詳細は当日議論する。 
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